























































電気的性質では製作基板温度と不純物 (燐,棚素 )ドー ピング量の依存性を調べた結
果, ドー ピング効率及びバンドギャップ中の局在状態の量の関連性についての情報を得
た｡
光学的性質としては,光学吸収端でExponential型を持っている新しい結果を見つけ,
内部電場によるものと｡して説明し,さらに燐 ･研素をドー ピングした場合不純物レベルと
関連した吸収テイルが発見されている｡
また GDa-Siで見逃がせない事として Si中にある水素の量についての情報になる製
作基板温度と屈折率の関係を得ており,また a-Siを熱処理する事によりOpticalgapの
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